
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Γιατί Αναλογικά;

Επεξεργασία Φυσικών σημάτων. 

Ψηφιακές επικοινωνίες. 

Ηλεκτρονικά Οδήγησης Δίσκων

Ασύρματοι Δέκτες.
Οπτικοί Δέκτες. 

Αισθητήρες. 

Μικροεπεξεργαστές και Μνήμες. 



ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ MOS

Το MOSFET σαν διακόπτης

Η δομή του MOSFET

Συμβολισμοί των MOS



Χαρακτηριστικές I/V του MOS

Η τάση κατωφλίου:
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Παραγωγή των χαρακτηριστικών I/V
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Φαινόμενα δευτέρας τάξεως
Το φαινόμενο Σώματος
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Μοντέλα των διατάξεων MOS

Το ανάπτυγμα της διάταξης MOS

Οι χωρητικότητες της διάταξης MOS
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Το μοντέλο μικρού σήματος του MOS
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Μοντέλο NMOS

LEVEL=1 VTO=0.7 GAMMA=0.45 PHI=0.9

NSUB=9e+14 LD=0.08e-6 UO=350 LAMBDA=0.1

TOX=9e-9 PB=0.9 CJ=0.56e-3 CJSW=0.35e-11

MJ=0.6 MJSW=0.2 CGDO=0.4e-11 JS=1.0e-8

Μοντέλο PMOS

LEVEL=1 VTO=-0.8 GAMMA=0.4 PHI=0.8

NSUB=5e+14 LD=0.09e-6 UO=100 LAMBDA=0.2

TOX=9e-9 PB=0.9 CJ=0.94e-3 CJSW=0.32e-11

MJ=0.5 MJSW=0.3 CGDO=0.3e-11 JS=0.5e-8

Οι παράμετροι του βασικού μοντέλου των διατάξεων MOS


